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单单片片22AA降降压压稳稳压压器器 

EL7532 是带有内部补偿的同步集成 FET 2A 降压稳压器

。它工作的输入电压范围为 2.5V~5.5V，适用于 3.3V，5V 的

电源，或锂离子电池。输出可通过电阻分压器从外部设置，

范围为 0.8V~VIN。 
EL7532 的主要特点是 PWM 模式控制。它的工作频率的

典型值是 1.5MHz。其他特点还包括 100ms 的上电复位输出，

小于 1µA 的关机电流，短路保护和过热保护。 
EL7532 是 10 引脚 MSOP 封装，所有零件只占用印刷电

路板的一面，且整个转换器的面积小于 0.18in2。EL7532 规定

的工作温度范围为-40℃到+85℃。 

 
订购信息表 

元件号码 
（商标） 

 
封装 

卷装 PKG. 
DWG. #  

EL7532IY 
(BABAA) 

10 引脚 MSOP - MDP0043 

EL7532IY-T7 
(BABAA) 

10 引脚 MSOP 7” MDP0043 

EL7532IY-T13 
(BABAA) 

10 引脚 MSOP 13” MDP0043 

EL7532IYZ 
(BAARA) (注) 

10 引脚 MSOP 
（无铅） 

- MDP0043 

EL7532IYZ-T7 
(BAARA) (注) 

10 引脚 MSOP 
（无铅） 

7” MDP0043 

EL7532IYZ-T13 
(BAARA) (注) 

10 引脚 MSOP 
（无铅） 

13” MDP0043 

注：Intersil 公司的无铅产品采用了特殊的无铅材料：模塑料/冲模附着材

料与 100%的无光泽镀锡板终端涂复层，可进行锡铅与无铅焊接操作。

Intersil 公司的无铅产品在无铅峰值回流温度下经过 MSL 分类，可达到或

超过 IPC/JEDEC J STD-020 标准的要求。 

 
引脚图 

 

特点 
• 2A连续电流（从-40℃到+85℃） 
• 整个2A 转换器的覆盖面积小于0.18in2 
• 最大高度为1.1mm  MSOP10 
• 100ms的加电复位输出（POR） 
• 内部补偿电压模式控制器 
• 高达94%的效率 
• <1µA的关机电流 
• 过流和过热保护 
• 无铅（符合RoHS标准） 
 

应用 
• PDA和袖珍式PC电脑 
• 条形码识别器 
• ADSL调制解调器 
• 便携式设备 
• 锂离子电池供电设备 
• ASIC/FPGA/DSP电源 
• 机顶盒 
 

典型应用图 
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极限参数（TA=25℃） 
对SGND的VIN，V DD和POR -0.3V至+6.5V
对PGND的LX -0.3V至（VIN++0.3V）

对SGND的RSI,EN,VO和FB -0.3V至（VIN++0.3V）

对SGND的PGND -0.3V至+0.3V
输出峰值电流 2.4A
ESD级别 
人体模型（按照JESD22-A114-B标准） 2级
 

 热信息 

热阻（典型值） θJA(℃/W) 
MOSP 10封装（注1） 115 
工作环境温度 -40℃至+85℃ 
贮存温度 –65℃至+150℃ 
节点温度 +125℃

 

注意：强度超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。这些仅仅是极限参数，并不意味着在极限条件下或在任何其它超出推荐工作条件所示参数的情况下器件能有
效工作。 

重要提示：所有具有最小/最大值的参数都是有保证的。典型值仅作为信息提供。除非另有说明，所有的测试都在规定的温度下进行，且为脉冲测试，因此：TJ=TC=TA。 

注： 
1.θJA是在空气条件下，元件直接安装在高效导热性系数的测试板上测量得到的。参考技术摘要TB379。 

 
电气指标 
所有规格在 VDD=VIN=VEN=3.3V，C1=C2=10μF，L=1.8μH，VO=1.8V 的条件下，除非另有说明。 

参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大

值 
单位 

直流特性 
VFB 反馈输入电压  790 800 810 mV 
IFB 反馈输入电流    250 nA 
VIN, VDD 输入电压  2.5  5.5 V 
VIN, OFF 最小关断电压 VIN下降 2  2.2 V 
VIN, ON 最大启动电压 VIN上升 2.2  2.4 V 

PWM,VIN=VDD=5V  400 500 µA IDD 电源电流 
EN=0,VIN=VDD=5V  0.1 1 µA 

RDS(ON) -PMOS PMOS FET 电阻 VDD=5V，仅为晶片试验  52 80 mΩ 
RDS(ON) -NMOS NMOS FET 电阻 VDD=5V，仅为晶片试验  35 65 mΩ 
ILMAX 电流极限（GBD）   3  A 
TOT, OFF 过热阈值（GBD） T 升高  145  ℃ 
TOT, ON 过热迟滞（GBD） T 降低  130  ℃ 
IEN, IRSI EN, RSI 电流 VEN,VRSI=0V 和 3.3V -1  1 V 
VEN1,VRSI1 EN, RSI 升高阈值 VDD=3.3V   2.4 V 
VEN2,VRSI2 EN, RSI 下降阈值 VDD=3.3V 0.8   V 

VFB升高   95 % VPOR POR 的最小 VFB,WRT 的 VFB指标值 
VFB降低 86   % 

VOLPOR POR 电压降 ISINK=5mA  35 70 mV 
VLINEREG 电源电压调整率（GBD） VIN=2.5V 到 6V,IOUT=2A,VOUT=1.8V  0.1  %/V 
VLOADREG 负载调整率（GBD） VIN=3.3V,VOUT=1.8V,IOUT=0 到 2A  0.5  % 
交流特性 
FPWM PWM 开关频率  1.35 1.5 1.65 MHz 
tRSI 最小 RSI 脉宽（GBD） 由设计担保  25 50 ns 
tSS 软启动时间（GBD）   650  µs 
tPOR 上电复位延迟时间（GBD）  80 100 120 ms 

GBD=由设计担保 
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引脚描述  
引脚号码 引脚名称 引脚功能 

1 SGND 控制器级的负电源 

2 PGND 功率级的负电源 

3 LX 电感驱动脚；高电流数字输出，平均电压等于稳压器输出电压 

4 VIN 功率级的正电源 

5 VDD 控制器级的电源 

6 RSI 复位 POR 计时器；不用时接地 

7 EN 使能端；使用时可直接连至 VIN 脚 

8 POR 上电复位漏极输出；不用时悬空 

9 VO 输出电压检测脚 

10 FB 电压反馈输入；与 VO和 SGND 间的外部电阻分压器相连，提供可变的输出 

 
结构框图 
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典型性能曲线图 
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典型性能曲线图(续) 
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典型性能曲线图(续) 
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应用资料 
产品说明 

EL7532 是同步集成的 FET 2A 降压稳压器，它工作的输

入电压为 2.5V 到 6V，输出电压可由用户通过一对外部电阻

自行调节。 

通过内部补偿控制器，仅用两个陶瓷电容器和一个电感

器就可组成一个完整的，占用面积非常小的 2A DC 到 DC 转

换器。 

 

启动和关闭 
当 EN 脚接至 VIN，VIN达到约 2.4V 的电压，稳压器开始

接通，输出电压逐渐增加以保证正常的软启动操作。 
当 EN 脚接逻辑低电平，EL7532 处于关闭状态。所有的

控制电路和 MOSFET 都被切断，VOUT降至 0V。在这种状态

下，总的输入电流小于 1μA。 
当 EN 脚达到逻辑高电平，调节器会重复启动的步骤，

包括软启动功能。 
 
PWM 操作 

在 PWM 模式下，P 通道 MOS 管和 N 通道 MOS 管通常

进行互补工作。当 PMOS 管导通而 NMOS 管断开，电感电流

线性增加。输入电能转换为输出并贮藏在电感中。当 PMOS
管断开而 NMOS 管导通，电感电流线性减小，电能由电感转

移至输出端。因此，通过电感的平均电流即为输出电流。因

为电感和输出电容充当低通滤波器，占空比约等于 VO除以

VIN的值。 
输出 LC 滤波器还有第二个作用。为了维持转换器的稳

定性，整个控制器必须通过固定的内部补偿误差放大器和

PWM 补偿器进行校正。因为补偿是确定的，所以输入和输出

陶瓷电容器的值为 10μF 到 22μF。电感的标称值是 1.8μH,
但是也可使用 1.5μH 到 2.2μH 的电感。 
 
100%占空比操作 

EL7532 采用 CMOS 功率场效应晶体管作为内部同步电

源开关。上位开关是 PMOS,下位开关是 NMOS。这样不仅节

省了一个引导电容，而且可以 100%打开上位 PFET 开关，使

VO接近 VIN。VO的最大值是， 
   VO=VIN -(RL+RDSON1)× IO 

这里，RL 是电感的直流阻抗，RDSON1是 PFET 的导通电

阻，室温下的标称值是 70mΩ,随温度变化规律是 0.2mΩ/℃
。 

当输入电压逐渐降至接近甚至低于预置的 VO，转换器的

占空比为 100%。在这种条件下，如果上位 PFET 要断开，则

需要一段最小断开时间。这个断开时间和输入/输出条件相关

。这使得在占空比未达到 100%时，其值显得比较随意，也增

加了输出的波动。大的输出电容能够降低看上去比较随意的

波动。如果希望达到接近 100%的占空比，用户需要验证这种

情况是否会对整个电路有不利的影响。 
 

RSI/POR 功能 
通上电，当 VO达到预置电压后，开放的集电极加电复

位输出端保持低电平约 100ms 的时间。当高电平有效的复位

信号 RSI 出现，POR 立即变为低电平并保持直到 RSI 恢复为

低电平。输出电压不受影响。（请参考时序图）。不需要实

现该功能时，将 RSI 接地，使 POR 引脚上的升压电阻 R4悬空

。 
当安装了升压电阻 R4，POR 输出也要充当一个 100ms

延迟的供电良好信号。要实现应有的功能，RSI 管脚要直接（

或通过 R6间接）接地。 
 

 
 
输出电压选择 

用户可通过一个电阻分压器来设置转换器的输出电压，

可通过下面的公式计算得到： 

VO=0.8×（1+
1

2

R
R

） 

 
元件选择 

因为内部补偿固定，所以元件的选择范围相对狭小。我

们建议输入和输出电容都采用标称值为 X5R 或 X7R 的 10μF
到 22μF 的多层陶瓷电容器，和 1.5μH 到 2.2μH 的电感。 

在极限条件下（VIN<3V ,IO>0.7A，节点温度高于 75℃）

,建议输入电容 C1为 22μF。否则，如果上面 3 种条件都不存

在，C1可以为 10μF。 
输入电容的 RMS 电流由下面的公式求出： 

IINRMS= O
IN

OINO I
V

VVV
×

× − ）（
 

对所有的 VO，IINRMS约为输出电流 IO的一半。输入电

容必须能够操纵这个电流。 
电感的峰峰值纹波电流由下式计算： 

ΔIIL=
SIN

OOIN

fVL
VVV

××
×− )(

 

    L 是电感值 
    fS是转换频率（标称值为１.5MHz） 

电感必须能够控制 RMS 负载电流的 IO，为了确保电感

的可靠性，它还必须能承受极限条件下 3A 的冲击电流。 
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极限电流和短路保护 
PMOS 的极限电流约为 3A。当负载发生短路时，预置的

极限电流限制了可输出电流，这导致输出电压降低至预置电

压以下。同时，过量的电流使电感温度升高直至达到它的热

关闭点。 

 

热关闭 
一旦结点温度达到 145℃，稳压器就会关闭。P 通道和

N 通道 MOS 管都将断开。输出电压降为零。由于输出 MOS
管断开，稳压器的温度会很快降下来。一旦结点温度降到大

约 130℃，稳压器将使 EN 脚置逻辑高电平，重新启动。 
 
热性能 

EL7532 采用熔断引线式 MSOP10 封装。和常规的

MSOP10 封装相比，熔断引线式封装能够提供更低的热阻。

θJA的典型值为 115℃/W（见规格表的热信息部分），使管

脚周围的铜面积最大化，也可以进一步提高热性能。θJA在 4
层板上的值为 100℃/W，在 2 层板上为 125℃/W。参考技术

摘要 TB379，了解更多热阻信息。 
 
布线考虑 

为了使转换器恰当的实现应有功能，布线非常重要。应

该遵守下面的 PC 布线准则： 

• 区分电源接地和信号接地，将它们接至管脚正确的点上 
• 使输入电容尽可能靠近VIN和PGND脚 
• 使下面的PC轨迹尽可能小： 

− 从LX脚到L 

− 从CO到PGND 
• 使用时，使从FB脚到R1和R2的路径尽可能靠近 
• 使PGND脚周围的铜面积尽可能的增大 
• 在芯片下面到附加接地平面间增加一些过孔以增强散热 

示范板是基于以上几点的一个很好的例子。请参考

EL7532 的应用摘要。 
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Intersil公司所有产品的制造，组装和测试都采用ISO9000质量体系标准。 
查阅Intersil公司的质量证明书，请登陆www.intersil.com/design/quality. 

Intersil的产品仅跟说明书一致。Intersil公司保留在任何时候，不事先通知的情况下修改电路设计，软件和/或说明书的权利。因此，提醒读者在订货前注意检查数据手册的时效性。Intersil提供的信息

是准确可靠的。但是，Intersil或其子公司不对它的使用承担任何责任；也不对使用它可能产生的任何侵犯专利权或第三方其他权利的行为承担任何责任。除非有Intersil或其子公司的专利证书或专利

权，Intersil不会隐含授予任何许可证。 

关于Intersil公司和产品的更多信息，请浏览：www.intersil.com 
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MSOP 封装外形图 
 

 

注：此图可能不是最新的版本。要查找最新的版本，请登陆Intersil的网站：<http://www.intersil.com/design/packages/index.asp> 

 

 


